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Opis wynalazku

Przedmiotem rozwigzania wedtug wynalazku jest sposéb wytwarzania targetéw do rozpylania
magnetronowego oraz target do rozpylania magnetronowego.

Target stanowi skfadnik konstrukcyjny, katode magnetronu — dziata plazmowego stosowanego
w plazmowej inzynierii powierzchni, w procesie wytwarzania powtok metoda rozpylania magnetronowego.
Target petni funkcje par ciata statego emitowanych w kierunku podtoza osadzania powtok. Emisja par jest
wynikiem bombardowania targetu jonami gazu roboczego, powstajgcymi w przestrzeni miedzyelektrodo-
wej, tj. pomiedzy katodg i anodg magnetronu na skutek tworzenia sie w tej przestrzeni plazmy wytadowa-
nia jarzeniowego powstajgcego w gazie roboczym pod obnizonym ci$nieniem pod wptywem napiecia
przytozonego do elektrod magnetronu z zewnetrznego zrodta zasilania elektrycznego. Opisany proces
nazywany jest rozpylaniem targetu. Pole magnetyczne o celowo zadanym rozkfadzie i warto$ci wywotane
przy powierzchni katody pod wptywem magneséw trwatych lub elektromagneséw modyfikuje istotnie prze-
bieg wytadowania jarzeniowego wzmagajac intensywno$¢é bombardowania targetu, co prowadzi w konse-
kwencji do wiekszej wydajnosci rozpylania w poréwnaniu do rozpylania prowadzonego wobec braku pola
magnetycznego. Skutkiem rozpylania targetu oraz emisji par targetu w kierunku podfoza osadzania po-
wiok jest wytrawianie targetu w obszarze bombardowania jonami gazu roboczego. Lokalna intensywnos$¢
trawienia targetu, ze wzgledu na charakterystyczny dla magnetronu niejednorodny rozktad pola magne-
tycznego jest zr6znicowana. W konsekwencji na targecie od strony powierzchni eksponowanej na plazme
wyfadowania jarzeniowego i bombardowanie jonami gazu roboczego tworzy sie lokalnie kanat trawienia
obejmujacy fragment powierzchni rozciggajgcy sie pomiedzy Srodkowg izewnetrzng czesciami po-
wierzchni targetu. Wraz z czasem eksploataciji targetu zwieksza sie gteboko$¢ i szeroko$¢ kanatu trawie-
nia. Uzyteczno$¢ eksploatacyjna targetu ustaje, kiedy gtebokos$¢ trawienia staje sie zbyt duza w stosunku
do catkowitej grubosci targetu. Ten niejednorodny powierzchniowo, lokalny sposéb zuzywania sie targetu
poprzez tworzenie sie kanatu trawienia oznacza w praktyce, ze stopier wykorzystania eksploatacyjnego
objetosci/masy materiatu targetu szacuje sie powszechnie na maksymailnie ok. 30% w stosunku objeto-
Sci/masy catkowitej targetu. Ten relatywnie maly stopiert wykorzystania targetu stanowi istotny problem
w ekonomice metody rozpylania magnetronowego, jako uzytkowej metody plazmowej inzynierii po-
wierzchni.

Podejmowane sg dziatania zmierzajgce do poszerzenia kanatu trawienia, jednak wigzg sie one
ze znaczng komplikacjg konstrukcji magnetrondéw i ich uktadéw magnetycznych, co wyraznie ogranicza
ich praktyczng przydatno$é.

Znane sg nastepujgce grupy metod przygotowania targetéw do zastosowania w metodzie rozpy-
lania magnetronowego:

Target mozna wykona¢ np. w rezultacie zastosowania skrawania lub przerébki plastycznej (np.
przecinania, wycinania, toczenia, frezowania, wyttaczania, wygniatania) wlewkéw, pretéw lub blach
uprzednio wytworzonych technologiami metalurgicznymi, np. poprzez wytapianie. Taka metoda jest
uzyteczna zwtaszcza w przypadku metali pierwiastkowych lub stopéw metalicznych, w stosunku do kto-
rych uzasadnione jest zastosowanie technologii metalurgicznych. Zaletg opisywanej metody jest rela-
tywna tatwo$é ksztattowania targetéw poprzez skrawania lub przerdbke plastyczng, jednak z limitem
stosowania, wynikajgcym z podatnosci materiatu targetu na takie obrébki.

Inng stosowang metodg wykonania targetéw jest wykorzystanie technologii opartych na konsoli-
dacji proszkéw. Ta metoda wykonania targetéw jest szczegélnie przydatna w przypadku materiatow
wysokotopliwych itwardych, dla ktérych zastosowanie metod wytapiania jest niemozliwe technicznie
lub ekonomicznie nieuzasadnione, a wiec przede wszystkim materiatdbw ceramicznych i wysokotopli-
wych metali. Jej zaletg jest duza tatwo$é tworzenia kompozycji materiatowych materiatu targetu poprzez
mieszanie proszkéw réznych materiatéw tak pierwiastkowych, jak i ztozonych. Konsolidacja proszkéw
tych materiatéw odbywa sie dwuzabiegowo poprzez wstepne zageszczenie nasypu proszku w matrycy,
a nastepnie spiekanie wypraski w piecu dla uzyskanie zadanej gestosci materiatu. Taka konwencjo-
nalna konsolidacja wymaga zastosowania wysokiej temperatury w diugim okresie czasu, zwfaszcza
w odniesieniu do zabiegu spiekania proszku. Czesto, do zageszczenia proszku niezbedne jest tgczne
zastosowanie dostatecznie duzego nacisku, zapewnianego przez prase oraz dostatecznie wysokiej
temperatury. Proces konwencjonalny jest kosztochtonny i dtugotrwaty. Alternatywnie w stosunku do pro-
cesu konwencjonalnego, w przypadku materiatdw przewodzgcych prad elektryczny mozna zastosowac
spiekanie, polegajgce na zastosowaniu krétkotrwatych impulséw pradu elektrycznego o duzym nateze-
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niu ptyngcych przez wypraske w warunkach jednoczesnego oddziatywania dostatecznie duzego naci-
sku na wypraske, powodowanego np. przez prase wspoidziatajgcg w procesie konsolidacji z uktadem
zasilania elektrycznego, wywotujgcego impulsy prgdowe. W takim przypadku czas konsolidacji ulega
na ogot znaczgcemu skréceniu, scatkowany efekt ciepiny przejmowany przez konsolidowany proszek
jest mniejszy niz podczas spiekania konwencjonalnego (nizsza $rednia temperatura wsadu), jednak
ograniczeniem tej technologii (najistotniejszym) jest metodologiczne ograniczenie ksztattowe i wymia-
rowe targetu do Srednicy ok. 50 mm, wynikajgce m.in. z fizycznego limitu jednorodnosci rozptywu pradu
lub/i ciepta w spiekanej wyprasce, gabarytdw komory obrébczej, zastosowanych materiatéw oraz wy-
miaréw matrycy i stempli, dziatajgcych na wypraske.

WspdInym ograniczeniem znanych metod wykorzystujgcych efekt konsolidacji proszkéw do wy-
tworzenia targetdéw jest czesta konieczno$¢ prowadzenia zabiegdw w warunkach ograniczajgcych za-
wartos$¢ tlenu w atmosferze gazowej, w ktérej prowadzona jest obrébka w specjalnych, dedykowanych
do produkc;ji targetéw urzadzenia. Jest to kfopotliwe i kosztowne.

Stosujgc obie wymienione wyzej, znane grupy metod wytwarzania targetow mozna wytwarzaé
tzw. targety sktadane, tj. takie konstrukcje, w ktérych lokalnie w obszarze powierzchniowym targetu,
odpowiadajgcemu przewidywanemu kanatowi trawienia umieszcza sie wstawki, wykonane z innego ma-
teriatu niz materiat bazowy targetu. Wstawki te, podlegajgce trawieniu plazmowemu w trakcie pracy
magnetronu stajg sie dodatkowym zrédtem par domieszkujgcych pary materiatu bazowego, z ktérego
wykonany jest caty target, co w konsekwencji prowadzi do wytworzenia powitoki o ztozonym sktadzie
chemicznym.

Niezaleznie od zastosowanej metody wykonania targetéw, ich eksploatacja w magnetronie pod-
lega zuzyciu w opisany wczesniej sposob, tzn. efektywnie wykorzystane jest ok. 30% rozpylanego ma-
teriatu targetu. Pozostata, niewykorzystana cze$¢ rozpylanego materiatu targetu, stanowigc odpad pod-
legajacy utylizacji, sktada sie na koszt procesu rozpylania magnetronowego.

Celem wynalazku jest rozwigzanie wskazanych powyzej problemoéw i zwiekszenie efektywnosci
wykorzystania rozpylanego materiatu targetu.

Sposéb wykonywania targetu sktadanego dla magnetronu obejmujacy etap wykonywania
ksztattki z pierwszego materiatu oraz wstawki z drugiego materiatu przynajmniej cze$ciowo pokrywa-
jacej sie z kanatem trawienia plazmowego tego magnetronu, zgodnie z wynalazkiem cechuje sie tym,
ze w ksztattce z pierwszego materiatu wykonuje sie przynajmniej jedno wgtebienie, przynajmniej cze-
Sciowo pokrywajgce sie z kanatem trawienia plazmowego, za$ wstawke z drugiego materiatu wyko-
nuje sie wprowadzajgc do tego wgtebienia sproszkowany materiat, a nastepnie materiat ten poddaje
sie konsolidacji oddziatujgc nan wytadowaniem jarzeniowym w gazie roboczym. Sposo6b ten ma te
zalete, ze zuzyty materiat drugi mozna uzupetnia¢ i ponownie konsolidowaé, za$ proces ten mozna
przeprowadza¢ w komorze magnetronu i za pomocg jego uktadéw elektrycznych. Takie rozwigzanie
pozwala na wielokrotne wykorzystanie targetu i oszczedno$¢ materiatu, ponadto nie wymaga dodat-
kowych urzadzen.

Korzystnie sproszkowany drugi materiat wprowadza sie do wgtebienia w formie nasypu, a przed
poddaniem go oddziatywaniu wyfadowania jarzeniowego w gazie roboczym mozna przeprowadzic¢
wstepng konsolidacje za pomocg stempla.

Alternatywnie, sproszkowany drugi materiat wprowadza sie do wgtebienia w formie zawiesiny
w cieczy zwilzajgcej ziarna proszku.

Korzystnie wytadowanie jarzeniowe wzbudza sie napieciem pulsujgcym o czestotliwosci w zakre-
sie od 1 do 200 kHz, wtgczajac je i wylaczajac w zakresie czaséw od 0,1 do 5 s, co umozliwia dostar-
czenie wiasciwej dla konsolidacji iloSci energii bez wzbudzania tuku. Dodatkowo napiecie mozna pod-
da¢ modulacji fazowej z czestotliwoscig w zakresie od 1 Hz do 10 kHz.

Korzystnie konsolidacje przeprowadza sie w komorze prézniowej, ktdérg najpierw odpompowuje
sie do ciSnienia mniejszego niz 1 Pa, a nastepnie wprowadza sie do niej gaz roboczy pod ci$nieniem
mieszczacym sie w zakresie od 10 Pa do 300 Pa.

Korzystnie drugi materiat stanowi wolfram, za$ gradacja proszku jest mniejsza niz 100 ym. Ma-
teriat ten cechujg dobre wtasciwo$ci mechaniczne, dlatego czesto jest napylany na roboczych elemen-
tach narzedzi, a jednocze$nie dobrze poddaje sie konsolidacji.

Korzystnie caty kanat trawienia plazmowego miesci sie we wgtebieniu. Dzieki temu w toku eks-
ploatacji targetu zuzywany jest tylko drugi materiat 2.

Korzystnie pierwszy materiat stanowi miedz za$ przynajmniej jedno wgtebienie wykonuje sie
w procesie toczenia. Miedz wykazuje dobre wtasnosci elektryczne i termiczne, takie jakie powinna mie¢



4 PL 236 488 B1

matryca w procesie konsolidacji, wiec dzieki jej zastosowaniu proces wykonywania targetu jest tatwiej
przeprowadzi¢. Dodatkowo sprawdza sie dobrze w toku eksploatacji targetu.

Target skftadany dla magnetronu zawierajgcy ksztattke z pierwszego materiatu oraz wstawke
z drugiego materiatu 2 zgodnie z wynalazkiem cechuje sie tym, ze ksztattka z pierwszego materiatu
zawiera przynajmniej jedno wgtebienie. Wgtebienie to jest wypetnione wstawkg z drugiego materiatu 2
wykonang w procesie konsolidacji sproszkowanego drugiego materiatu 2 przebiegajgcej w wytadowa-
niu jarzeniowym.

Korzystnie przynajmniej jedno wgtebienie przynajmniej czeSciowo pokrywa sie z przebiegiem ka-
natu trawienia plazmowego dla magnetronu, w ktérym target ma zostaé zastosowany.

Korzystnie przynajmniej jedno wgtebienie miesci sie w catoéci w kanale trawienia plazmowego
magnetronu.

Alternatywnie kanat trawienia plazmowego magnetronu w cato$ci miesci sie w wgiebieniu.

Drugi materiat korzystnie stanowi wolfram a pierwszy materiat korzystnie stanowi miedz.

Przedmiot wynalazku zostat ukazany w przykfadach wykonania na rysunku, na ktérym
Fig. 1 przedstawia przyktad wykonania targetu wedtug wynalazku w przekroju cze$ciowym, Fig. 2 przed-
stawia ten przyktad wykonania w perspektywie, Fig. 3 przedstawia w perspektywie alternatywny przy-
ktad wykonania targetu, Fig. 4 przedstawia w przekroju czesciowym alternatywny przyktad wykonania
targetu, natomiast Fig. 5 przedstawia ten przykfad wykonania w perspektywie.

W przykiadzie realizacji sposobu wedtug wynalazku, ktérego wynikiem jest target ukazany na Fig. 1
i 2, drugi materiat 2 targetu, umieszcza sie we wgtebieniu wykonanym w ksztattce 1 wykonanej z pierw-
szego materiatu, odpowiadajgcej swoimi wymiarami targetowi, ktéry przeznaczony jest do zastosowania
w okre$lonym magnetronie. Dla tego magnetronu wyznacza sie przebieg kanatu 3 trawienia plazmo-
wego w ksztattce 1 targetu. Drugi materiat moze mie¢ charakter pierwiastkowy lub chemicznie ztozony
w szczegollnosci moze zalicza¢ sie do metali, mieszanin sproszkowanych metali i wegla lub boru, metali
i azotkédw. Dobre wyniki uzyskiwano tez z wolframem, ktéry ma dobre wtasno$ci mechaniczne i dobrze
sie konsoliduje.

Wogtebienie przebiega wzdtuz linii podziatowej, czyli linii maksymalnej gtebokosci kanatu 3 trawie-
nia plazmowego standardowego targetu o wymiarach zastosowanej ksztattki 1. Wgtebienie moze mieé
charakter ciagty, tj. pokrywac sie w catosci z przewidywanym Sladem trawienia lub nieciggty, lokalny, tj.
odpowiadaé fragmentowi przewidywanego $ladu trawienia. W tym drugim przypadku w ksztattce 1,
w kanale trawienia plazmowego 3 moze znajdowac sie jedno lub wiecej wgtebien 4a, 4b lokalnych —
taki przyktad wykonania ukazano na Fig. 3.

Gteboko$¢ wglebienia lub wgtebien dobiera sie tak, aby nie naruszaé spoistosci ksztattki 1 oraz jej
sztywnos$ci mechanicznej. Szeroko$¢ wgtebienia, uzalezniona jest od spodziewanej, zaktadanej inten-
sywnosci udziatu par materiatu ksztattki 1 w catkowitym strumieniu par powstajgcym podczas rozpylania
magnetronowego.

Szeroko$¢ i przebieg wgtebienia najlepiej dobraé tak, aby obejmowato caty kanat trawienia pla-
zmowego. Wowczas rozpylaniu podlega praktycznie wytgcznie drugi materiat 2, a ksztattke 1 mozna
ponownie napetnic i wykorzystaé uzyskujgc niezmienny target wielokrotnego uzytku napetniany rozpy-
lanym drugim materiatem 2. Taki target ukazano na Fig. 1 i 2.

Alternatywnie szeroko$¢ i przebieg wgtebienia dobiera sie tak, by wgtebienie miescito sie w cato-
Sci w kanale 3 trawienia plazmowego wéwczas w magnetronie rozpylaniu podlega pierwszy jak i drugi
materiat 2, a pierwszy materiat jest wykorzystywany w catosSci. Jezeli taki target napetnia sie drugim
materiatem 2 wielokrotnie, to po kilku ponownych napetnieniach wskutek trawienia wgtebienie moze
zmieni¢ ksztatt. Taki target ukazano na Fig. 4 i 5.

W przypadku ksztattki 1 o ksztatcie kotowym — Fig. 1 i 2 — odpowiadajgcym standardowemu me-
talicznemu targetowi ¢ 50 o grubo$ci 6 mm gtebokos$¢ pierscieniowego wgtebienia wykonanego metoda
toczenia w przypadku typowych magnetronéw powinna miesci¢ sie 1-4 mm.

Proszek mozna wprowadzié¢ do wgtebienia 4 wykonanego w ksztattce 1 zaréwno jako nasyp, jak
i zawiesine w cieczy, ktora zwilza ziarna proszku. W pierwszym przypadku nasyp moze zostacé wstepnie
zageszczony poprzez oddziatywanie stempla, wywierajgcego ci$nienie na nasyp. W drugim przypadku
wstepne zageszczenie proszku uzyskuje sie po odparowaniu cieczy, co moze nastepowac w podciénie-
niu i podwyzszonej temperaturze.

Ksztaltke 1 wraz z proszkiem, poddaje sie oddziatywaniu wytadowania jarzeniowego w gazie ro-
boczym, ktérym moze byé np. argon. Najkorzystniej ze wzgledéw technicznych oraz ekonomicznych
jest prowadzi¢ to wytadowanie z wykorzystaniem ukfadu zasilajgcego standardowo wykorzystywanego
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w procesie rozpylania magnetronowego. Na skutek mechanizmu opisanego powyzej w trakcie wytado-
wania dochodzi do powierzchniowej konsolidacji proszku. Dzieki temu uzyskuje sie target, ktéry moze
zostaé uzyty w dowolnie skierowanym magnetronie ulokowanym w komorze proézniowej bez odspojenia
sie proszku od ksztattki 1.

Warunki technologiczne konsolidacji proszku, dla zapewnienia skuteczno$ci tego procesu wyma-
gajg wstepnego dobrania parametréw wytadowania jarzeniowego, co wynika z r6znorodnosci wymia-
rowo-ksztattowej targetéw oraz ré6znorodnosci wtasciwosci zastosowanych materiatoéw proszkdw takich
jak sktad chemiczny, sktad fazowy, gradacja proszku. Wytadowanie jarzeniowe wzbudzane jest w wa-
runkach standardowego zasilania stato- lub zmiennoprgdowego, takze w modzie pulsujgcym, tzn. przy za-
stosowaniu zasilania elektrod wytadowania napieciem pulsujgcym o czestotliwosci w zakresie od 1 kHz do
200 kHz, takze po zastosowaniu dodatkowej modulacji fazowej tego napiecia czestotliwoscig w zakresie
od 1 Hz do 10 kHz, w zakresie czaséw ON/OFF o warto$ci odpowiednio: do 1 sek. oraz do 5 sek.
Ci$nienie gazu roboczego, wprowadzonego do uprzednio odpompowanej komory prézniowej, podczas
trwania wyftadowania jarzeniowego ustala sie z zakresu wartosci 10 Pa do 300 Pa. Wyzsze wartoSci
ci$nienia roboczego w ramach podanego zakresu wykazujg korzystny wptyw na dynamike konsolidacji
proszku. Wartosci te wyraznie sprzyjajg ograniczeniu rozpylania konsolidowanego proszku, ktére sta-
nowi typowy efekt prowadzenia wytadowania jarzeniowego z zastosowaniem magnetronu oraz prowa-
dzi do skrocenia czasu konsolidaciji.

Ciénienie gazu roboczego w komorze prozniowej aplikowanego podczas wytadowania jarzenio-
wego moze miec charakter dynamiczny tj. zostaé ustalone na dang warto$¢ w ramach podanego wyzej
zakresu w warunkach przeptywu gazu roboczego przez komore prézniowa, jak i moze miec¢ charakter
statyczny, tj. moze zostac utrzymywane w komorze prézniowej po jej napetnieniu gazem roboczym po
uprzednim wstepnym odpompowaniu komory do ci$nienia, przy ktérym prowadzone bedzie wytadowa-
nie jarzeniowe i zamknieciu zaworéw: dozujgcego oraz odcinajgcego uktad pompowy od komory préz-
niowej. Zastosowanie diuzszych czaséw OFF, tj. np. 1-2 sek. oraz czaséw ON, np. 0,5 sek. ogranicza
mozliwo$¢ nadtapiania wsadu proszkowego i obcigzenia cieplnego materiatow konstrukcyjnych magne-
tronu, ktére nie sg pod bezposrednim wptywem cieczy chiodzgcej. Krétsze czasy ON umozliwiajg za-
stosowanie wiekszych mocy wytadowania jarzeniowego niz nastepnie zastosowane w trakcie eksploa-
tacji targetu, czyli ksztattki 1 z wsadem proszkowym skonsolidowanym odpowierzchniowo. Np. przy ci-
$nieniu gazu roboczego ok. 100 Pa, zastosowanie wytadowania jarzeniowego do wstepnie zageszczo-
nego proszku (p.2.) wolframowego o gradacji rzedu 100x10-6 m, znajdujgcego sie w ksztattce miedzia-
nej o $rednicy ¢ 50 mm, w uprzednio wytoczonym w niej kanale o szeroko$ci przewidywanego kanatu 3
trawienia i gtebokosci 4 mm, umozliwia odpowierzchniowe skonsolidowanie proszku w czasie nie dtuz-
szym niz 50 min. w warunkach zastosowania mocy elektrycznej 6-9 kW z czasami ON/OFF, odpowied-
nio: 0,5/1 sek.

Target wykonany z zastosowaniem zabiegdéw opisanych powyzej w okresie eksploatacji moze
zostaé ponownie wykorzystany w kolejnym okresie eksploatacji. WWykorzystanie polega na usunieciu
pozostatych po eksploatacji fragmentéw poprzednio wykonanego wsadu proszkowego z wgtebien,
w ktérych ten wsad sie znajdowat.

Przedmiotowy wynalazek ma wzgledem stanu techniki m.in. nastepujace przewagi:

» zapewnia tatwo$¢ tworzenia targetéw o ztozonym sktadzie chemicznym bezposrednio u uzyt-
kownika targetow,

» zapewnia mozliwo$¢é tworzenia kompozycji sktadéw chemicznych targetéw z wykorzystaniem
zaréwno: materiatu drugiego, tj. skonsolidowanego nasypu proszkowego, jak rowniez tgcznie: materiatu
pierwszego i drugiego przy odpowiednio dobranej szerokos$ci kanatu wykonanego w ksztaitce z mate-
riatu pierwszego,

+ zapewnia mozliwo$¢ prowadzenia konsolidacji proszkéw materiatu drugiego z wykorzystaniem
tej samej komory prézniowej, w ktorej nastepnie target jest eksploatowany,

« zapewnia mozliwo$¢ wykorzystania praktycznie 100% drugiego materiatu podlegajacego rozpy-
laniu magnetronowemu i w konsekwencji, stanowigcego zrédto par z ktérych tworzona jest powioka,
zapewnia mozliwos$¢ wielokrotnego odtwarzania wsadu proszkowego przy wykorzystaniu tej samej
ksztattki 1.
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Zastrzezenia patentowe

Spos6b wykonywania targetu skfadanego dla magnetronu obejmujgcy etap wykonywania
ksztattki (1) z pierwszego materiatu oraz wstawki z drugiego materiatu (2) przynajmniej cze-
Sciowo pokrywajacej sie z kanatem trawienia plazmowego (3) tego magnetronu, znamienny
tym, ze

w ksztattce (1) z pierwszego materiatu wykonuje sie przynajmniej jedno wgtebienie (4, 4a, 4b),
przynajmniej czesSciowo pokrywajgce sie z kanatem trawienia plazmowego (3), za$ wstawke
z drugiego materiatu (2) wykonuje sie wprowadzajac do tego wgtebienia (4, 4a, 4b) sproszko-
wany materiat, a nastepnie materiat ten poddaje sie konsolidacji oddziatujgc nan wytadowa-
niem jarzeniowym w gazie roboczym.

Sposob wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze sproszkowany drugi materiat (2) wprowadza sie
do wgtebienia (4, 4a, 4b) w formie nasypu.

Sposob wedtug zastrz. 2, znamienny tym, ze sproszkowany drugi materiat (2), przed podda-
niem oddziatywaniu wytadowania jarzeniowego w gazie roboczym, poddaje sie wstepnej kon-
solidacji za pomocg stempla.

Sposo6b wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze sproszkowany drugi materiat (2) wprowadza sie
do wgtebienia w formie zawiesiny w cieczy zwilzajacej ziarna proszku.

Sposo6b wedtug dowolnego z zastrz. od 1 do 4, znamienny tym, ze wytadowanie jarzeniowe
wzbudza sie napieciem pulsujgcym o czestotliwosci w zakresie od 1 do 200 kHz, wtgczajac je
i wylgczajac w zakresie czaséw od 0,1 do 5 s.

Sposo6b wedtug zastrz. 5, znamienny tym, ze napiecie wzbudzajgce poddaje sie dodatkowo
modulacji fazowej z czestotliwoscig w zakresie od 1 Hz do 10 kHz.

Sposo6b wedtug dowolnego z zastrz. od 1 do 6, znamienny tym, ze konsolidacje przeprowa-
dza sie w komorze prozniowej, ktérg najpierw odpompowuije sie do ciSnienia mniejszego niz
1 Pa, a nastepnie wprowadza sie do niej gaz roboczy pod ci$nieniem mieszczacym sie w za-
kresie od 10 Pa do 300 Pa.

Sposo6b, znamienny tym, ze drugi materiat (2) stanowi wolfram, za$ gradacja proszku jest
mniejsza niz 100 ym.

Sposo6b wedtug dowolnego z zastrz. od 1 do 8, znamienny tym, ze caly kanat trawienia (3)
plazmowego miesci we wgtebieniu (4).

Sposo6b wedtug dowolnego z zastrz. od 1 do 9, znamienny tym, ze pierwszy materiat stanowi
miedz za$ przynajmniej jedno wgtebienie (4, 4a, 4b) wykonuje sie w procesie toczenia.
Target sktadany dla magnetronu zawierajgcy ksztattke (1) z pierwszego materiatu oraz
wstawke (2) z drugiego materiatu przynajmniej czesSciowo pokrywajgca sie z kanatem (3) tra-
wienia plazmowego tego magnetronu, znamienny tym, ze

ksztattka (1) z pierwszego materiatu zawiera przynajmniej jedno wgtebienie (4, 4a, 4b), wypet-
nione wstawkg (2) z drugiego materiatu (2) wykonang w procesie konsolidacji sproszkowa-
nego drugiego materiatu (2) przebiegajgcej w wytadowaniu jarzeniowym.

Target wedtug zastrz. 11, znamienny tym, ze przynajmniej jedno wgtebienie (4, 4a, 4b) przy-
najmniej cze$ciowo pokrywa sie z kanatem (3) trawienia plazmowego konkretnego magne-
tronu.

Target wedtug zastrz. 12, znamienny tym, ze wgtebienie (4, 4a, 4b) miesci sie w catosci w ka-
nale (3) trawienia plazmowego magnetronu.

Target wedtug zastrz. 12, znamienny tym, ze kanat (3) trawienia plazmowego magnetronu
w catosci miesci sie we wgtebieniu (4, 4a, 4b).

Target wedtug dowolnego z zastrz. 11 do 14, znamienny tym, ze drugi materiat (2) stanowi
wolfram.

Target wedtug zastrz. 15, znamienny tym, ze pierwszy materiat stanowi miedz.
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Fig. 3



3

w YV \%////%




10

PL 236 488 B1

Fig. S



